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(57) Zusammenfassung: Leiterplatte (20), an welche eine
elektronische Komponente zu montieren ist, ist mit isolieren-
den Kernsubstraten (40, 60) und gemusterten Metallplatten
vorgesehen. Die Metallplatten (50, 70) sind zumindest an ei-
ner Seite der isolierenden Kernsubstrate (40, 60) gebondet.
Die isolierenden Kernsubstrate (40, 60) und die Metallplatten
(50, 70) formen einen laminierten Korper (S1), in welchem
ein Gasentliftungsloch ausgebildet ist. Das Gasentliiftungs-
loch ist so ausgebildet, dass wenn die elektronische Kom-
ponente (80) montiert wird, das zwischen den isolierenden
Kernsubstraten (40, 60) und den Metallplatten (50, 70) be- S
findliche Gas expandiert und an eine zur Atmosphéare gedff-
neten Seite (iber das Gasentlliftungsloch freigegeben wird.
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Beschreibung
Technisches Feld

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Leiter-
platte und ein Verfahren zur Herstellung der Leiter-
platte.

Technischer Hintergrund

[0002] Aus der japanischen Patentverdffentlichung
JP 09-139580 A ist ein Verfahren zur Herstellung ei-
ner metallischen Mehrlagenleiterplatte bzw. Multilay-
er-Leiterplatte bekannt. Das Verfahren beinhaltet ei-
nen Schritt des Ausbildens eines Leiterkreises bzw.
einer -schaltung an einer Metallplatte mit einer isolie-
renden Klebschicht dazwischen und einen Schritt des
Bondens bzw. Kontaktierens einer Leiterschaltungs-
schicht an die Leiterschaltung mit einer zweiten iso-
lierenden Klebschicht dazwischen.

Zusammenfassung der Erfindung
Von der Erfindung zu I16sende Aufgaben

[0003] In einigen Fallen kann eine ein Muster aus-
bildende Kupferplatte bzw. ein Kupferplattenmuster
an ein isolierendes Kernsubstrat gebondet werden,
bevor Komponenten im Reflow-Létverfahren an das
Kupferplattenmuster gel6étet werden. In solch einem
Fall kann ein Spalt, welcher ein Hohlraum bzw. ein
Lufteinschluss ist, zwischen der Kupferplatte und
dem isolierenden Kernsubstrat als ein Spalt ausge-
bildet sein, welcher aus einer unzureichenden Adhéa-
sion zwischen der Kupferplatte und dem isolierenden
Kernsubstrat resultiert. Der Spalt dehnt sich aus und
vergréRert sein Volumen mit Expansion des in dem
Spalt befindlichen Gases beim Reflow-Montieren der
Komponenten, oder anders gesagt, in einer Hoch-
temperaturatmosphére. Der sich aufgeweitete Spalt
kann eine Trennung zwischen der Kupferplatte und
dem isolierenden Kernsubstrat verursachen.

[0004] Folglich ist es eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine Leiterplatte bereitzustellen, die eine
durch eine Spaltbildung zwischen einem isolieren-
den Kernsubstrat und einer Metallplatte verursach-
te Trennung der Metallplatte verhindert. Eine weite-
re Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung eines
Verfahrens zur Herstellung der Leiterplatte.

Mittel zur Lé6sung der Aufgaben

[0005] Gemal einem Aspekt der vorliegenden Of-
fenbarung ist eine Leiterplatte zum Montieren einer
elektrischen Komponente bereitgestellt, welche ein
isolierendes Kernsubstrat und eine gemusterte Me-
tallplatte aufweist. Die Metallplatte ist zumindest an
eine Seite des isolierenden Kernsubstrats gebondet.
Eine Gasauslassausnehmung bzw. -6ffnung ist in ei-

nem durch das isolierende Kernsubstrat und die Me-
tallplatte ausgebildeten laminierten Kérper ausgebil-
det. Die Gasauslasséffnung ist ausgebildet, um ein
zwischen dem isolierenden Kernsubstrat und der Me-
tallplatte befindliches Gas durch die Gasauslassoff-
nung an eine zu der Atmosphare gedffnete Seite frei-
zulassen, wenn das Gas beim Montieren der elektro-
nischen Komponente expandiert.

[0006] Es kann Falle geben, in denen ein Spalt zwi-
schen einem isolierenden Kernsubstrat und einer Me-
tallplatte ausgebildet ist, wenn die Metallplatte an das
isolierende Kernsubstrat gebondet wird. Das Gas in
dem Spalt wiirde expandieren, wenn es beim Mon-
tieren einer elektrischen Komponente erwarmt wird.
Jedoch entweicht das Gas in der oben beschrieben
Konfiguration durch die Gasentliftungsausnehmung.
Mit anderen Worten, das Gas in dem Spalt wird durch
die Gasentliftungsausnehmung in die Atmosphare
gesendet. Folglich wird die Metallplatte davor be-
wahrt, durch den Spalt zwischen dem isolierenden
Kernsubstrat und der Metallplatte von dem isolieren-
den Kernsubstrat separiert zu werden.

[0007] Gemal einer Form der Offenbarung weist die
Gasentliftungsausnehmung eine erste Durchgangs-
6ffnung, welche sich durch das isolierende Kernsub-
strat und die Metallplatte erstreckt, auf.

[0008] Gemal einer Form der Offenbarung ist die
Gasauslassausnehmung eine in zumindest einer der
gebondeten Oberflachen des isolierenden Kernsub-
strats und der Metallplatte ausgebildet Nut.

[0009] Gemal einer Form der Offenbarung ist ein
durch die Metallplatte ausgebildetes Leiterbild an
beide einander entgegengerichteten Seiten des iso-
lierenden Kernsubstrats gebondet. Die Leiterplatte
weist ferner ein Leitermaterial, das geeignet ist, die
erste Durchgangsausnehmung auszufillen, um die
Leiterbilder miteinander elektrisch zu verbinden, auf.

[0010] In dieser Konfiguration ist ein Beschichtungs-
prozess unndtig, wenn die Leiterbilder, welche durch
die an entgegengerichteten Seiten des isolierenden
Kernsubstrats gebondeten Metallplatten ausgebildet
sind, miteinander elektrisch verbunden sind.

[0011] Gemal einer Form der Offenbarung weist die
Leiterplatte ferner ein Warmeabfuhrelement, an wel-
ches der laminierte Kdrper gebondet ist, auf.

[0012] In dieser Anordnung ist der durch das isolie-
rende Kernsubstrat und die Metallplatte ausgebilde-
te laminierte Kérper an das Wéarmeabfuhrelement ge-
bondet. Folglich wird die durch die elektrische Kom-
ponente erzeugte Warme von dem Warmeabfuhrele-
ment freigegeben bzw. abgeflhrt.
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[0013] Gemal einer Form der Offenbarung weist die
Leiterplatte ferner eine zweite, in dem Warmeabfuhr-
element ausgebildete Gasentliftungsoffnung auf. Die
zweite Gasentliftungsoffnung ist ausgebildet, um ein
zwischen dem Warmeabfuhrelement und dem lami-
nierten Korper befindliches Gas durch die zweite Ga-
sentliftungséffnung an eine zur Atmosphéare gedffne-
te Seite freizulassen, wenn sich das Gas beim Mon-
tieren der elektrischen Komponente ausdehnt.

[0014] Es kann Falle geben, in denen ein Spalt zwi-
schen dem Warmeabfuhrelement und dem laminier-
ten Kérper ausgebildet ist, wenn der laminierte Kor-
per an das Wéarmeabfuhrelement gebondet ist. Das
Gas in dem Spalt wirde expandieren, wenn das Gas
beim Montieren einer elektrischen Komponente er-
hitzt wird. Jedoch entweicht in der oben beschriebe-
nen Konfiguration das Gas durch die in dem Wéarme-
abfuhrelement ausgebildete Gasentliftungsausneh-
mung. Dies verhindert eine Komponentenseparation,
nachdem die Wéarme abgeflhrt ist.

[0015] GemalR einer Form der Offenbarung weist
das isolierende Kernsubstrat eine erste Seite und ei-
ne zweite Seite auf und die Metallplatte ist an die
erste Seite gebondet. Ein eine Komponente einbet-
tendes isolierendes Substrat ist an der zweiten Sei-
te mit einem dazwischen angeordneten Abstandshal-
ter laminiert. Die elektrische Komponente ist zwi-
schen dem die Komponente einbettenden isolie-
renden Substrat und dem Abstandshalter eingebet-
tet. Die Gasentluftungsausnehmung weist eine zwei-
te, durch das isolierende Kernsubstrat verlaufende
Durchgangsausnehmung, auf. Die Leiterplatte weist
ferner ein Leitermaterial, das geeignet ist, die zweite
Durchgangsausnehmung auszufillen um die elektri-
sche Komponente und das Leiterbild elektrisch mit-
einander zu verbinden, auf.

[0016] In diese Konfiguration ist die elektrische Kom-
ponente mit dem durch die Metallplatte ausgebilde-
ten Leiterbild durch Fillen der durch das isolieren-
de Kernsubstrat verlaufenden dritten Durchgangs-
ausnehmung mit dem Leitermaterial elektrisch ver-
bunden. Folglich wird die Grélke der Leiterplatte re-
duziert.

[0017] Gemal einer Form der Offenbarung ist die
Metallplatte eine Kupferplatte.

[0018] Gemal einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung ei-
ner Leiterplatte vorgesehen, das aufweist: Zusam-
menlaminieren eines isolierenden Kernsubstrats und
einer Metallplatte aufeinander; Pressen des isolie-
renden Kernsubstrats und der Metallplatte unter Ver-
wendung eines Presselements, um das isolierende
Kernsubstrat an die Metallplatte zu bonden und eine
Gasentliftungsausnehmung auszubilden; Montieren
einer elektrischen Komponente auf die Metallplatte;

und einem zwischen dem isolierenden Kernsubstrat
und der Metallplatte befindlichen Gas erlauben, sich
beim Montieren der elektrischen Komponente aus-
zudehnen und durch die Gasentliftungsausnehmung
an eine zur Atmosphéare gedffneten Seite freigelas-
sen zu werden.

[0019] Dieses Verfahren gewahrleistet ein Freilas-
sen des zwischen dem isolierenden Kernsubstrat
und der Metallplatte befindlichen Gases durch die
Gasentliftungsausnehmung an die freie atmosphari-
sche Luft, wenn das Gas beim Montieren der elektri-
schen Komponente expandiert. Folglich wird verhin-
dert, dass die Metallplatte durch den Spalt zwischen
dem isolierenden Kernsubstrat und der Metallplatte
separiert wird.

[0020] Andere Aspekte und Vorteile der Offenba-
rung werden durch die folgende Beschreibung in Zu-
sammenschau mit den beigefiigten Zeichnungen ver-
deutlicht, wobei die Prinzipien der Offenbarung mit-
tels Beispiele dargestellt werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0021] Die Merkmale der vorliegenden Offenbarung,
die als neu erachtet werden, sind im Folgenden ins-
besondere in den beigefiigten Anspriichen darge-
stellt. Die Offenbarung sowie deren Aufgaben und
Vorteile lassen sich unter Bezugnahme auf die fol-
gende Beschreibung der momentan bevorzugten
Ausfuhrungsbeispiele zusammen mit den beigeflig-
ten Zeichnungen nachvollziehen, welche zeigen:

[0022] Fig. 1 eine Langsquerschnittansicht, welche
eine elektronische Vorrichtung gemal einem ers-
ten Ausflhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
zeigt;

[0023] Fig. 2 eine Langsquerschnittansicht, welche
ein Verfahren zur Herstellung der in Fig. 1 gezeigten
elektronische Vorrichtung zeigt;

[0024] Fig. 3 eine Langsquerschnittansicht, welche
eine elektronische Vorrichtung gemafl einem zwei-
ten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
zeigt;

[0025] Fig. 4 eine Langsquerschnittansicht, welche
ein Verfahren zur Herstellung der in Fig. 3 gezeigten
elektronische Vorrichtung zeigt;

[0026] Fig. 5 eine Langsquerschnittansicht, welche
eine elektronische Vorrichtung gemafl einem drit-
ten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
zeigt;

[0027] Fig. 6 eine Langsquerschnittansicht, welche
ein Verfahren zur Herstellung der in Fig. 5 gezeigten
elektronische Vorrichtung zeigt; und
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[0028] Fig. 7 eine Langsquerschnittansicht, welche
eine elektronische Vorrichtung eines modifizierten
Beispiels zeigt.

Ausfuhrungsarten der Erfindung
Erstes Ausflhrungsbeispiel

[0029] Ein erstes Ausflihrungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung wird jetzt unter Bezugnahme auf Fig. 1
und Fig. 2 beschrieben.

[0030] Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, hat eine elektro-
nische Vorrichtung 10 eine Leiterplatte 20, welche ei-
ne Verdrahtungsplatte 30 aufweist. Eine elektrische
Komponente 80, welche als eine an einer Oberflache
montierte Komponente dient, ist an die Verdrahtungs-
platte 30 montiert.

[0031] In der Verdrahtungsplatte 30 sind eine als ei-
ne erste Metallplatte dienende Kupferplatte 50, ein
isolierendes Kernsubstrat 60 und eine als eine zweite
Metallplatte dienende Kupferplatte 70 sequentiell an
ein isolierendes Kernsubstrat 40 laminiert. Die Kup-
ferplatte 50 ist durch Stanzen in eine gewilinschte
Form gemustert, um ein Leiterbild 51 auszubilden. In
ahnlicher Weise ist die Kupferplatte 70 durch Stanzen
in eine vorbestimmte Form gemustert, um die Leiter-
bilder 71, 72 auszubilden.

[0032] Die gemusterte Kupferplatte 50 ist an die
Oberseite, oder mit anderen Worten an eine Sei-
te des isolierenden Kernsubstrats 40 gebondet. Das
isolierende Kernsubstrat 60 ist an die Oberseite, oder
mit anderen Worten an eine Seite der Kupferplat-
te 50 gebondet. Die gemusterte Kupferplatte 70 ist
an die Oberseite, oder mit anderen Worten an eine
Seite des isolierenden Kernsubstrats 60 gebondet.
Das isolierende Kernsubstrat 40, die Kupferplatte 50,
das isolierende Kernsubstrat 60 und die Kupferplatte
70 sind durch Laminierpressen zusammen gebondet.
Mit anderen Worten, wie es in Fig. 2 gezeigt ist, sind
das isolierende Kernsubstrat 40, eine Klebschicht
bzw. Klebplatte 2 (nicht dargestellt), die Kupferplatte
50, eine andere Klebschicht (nicht dargestellt), das
isolierende Kernsubstrat 60, eine andere Klebschicht
(nicht dargestellt) sowie die Kupferplatte 70 sequen-
tiell auf einen Trager bzw. Tisch (nicht dargestellt),
welcher die elektronische Vorrichtung 10 tragt, lami-
niert. Das isolierende Kernsubstrat 40, die korrespon-
dierende Klebschicht, die Kupferplatte 50, die korre-
spondierende Klebschicht, das isolierende Kernsub-
strat 60, die korrespondierende Klebschicht sowie die
Kupferplatte 70 sind durch Absenken eines Pressele-
ments auf die laminierten Komponenten und Zusam-
menpressen der Komponenten miteinander gebond-
et. Die Hoch-Runter-Richtung und die Links-Rechts-
Richtung in den Zeichnungen sind nur zu demons-
trativen Zwecken definiert und die elektronische Vor-

richtung 10 muss nicht notwendigerweise in der dar-
gestellten Orientierung sein.

[0033] Eine elektronische Komponente 80 ist an der
gemusterten Kupferplatte 70 montiert. Die elektro-
nische Komponente 80 ist an die gemusterte Kup-
ferplatte 70 unter Verwendung von Létkugeln bzw.
Kontaktierungsflecken 81, 82 gebondet. Insbesonde-
re sind das Leiterbild 71, welches ein Abschnitt der
gemusterten Kupferplatte 70 ist, und die elektroni-
sche Komponente 80 durch Loten miteinander elek-
tronisch verbunden. Das Leiterbild 72, welches ein
anderer Abschnitt der gemusterten Kupferplatte 70
ist, und die elektronische Komponente 80 sind durch
Loéten miteinander elektrisch verbunden.

[0034] In dem ersten Ausflihrungsbeispiel wird ein
dickes Kupfersubstrat als die Verdrahtungsplatte 30
in der oben beschriebenen Weise eingesetzt.

[0035] Ein laminierter Koérper S1 ist durch das iso-
lierende Kernsubstrat 40, die Kupferplatte 50, das
isolierende Kernsubstrat 60 und die Kupferplatte 70
ausgebildet. Durchgangsausnehmungen 90, 91, wel-
che jeweils als eine Gasentliftungsausnehmung die-
nen, sind in dem laminierten Kérper S1 ausgebildet
und verlaufen durch die Kupferplatte 50, das isolie-
rende Kernsubstrat 60 und die Kupferplatte 70. Die
jeweils als erste Durchgangsausnehmung dienen-
den Durchgangsausnehmungen 90, 91 fungieren als
Gasentliftungsausnehmungen, welche in einem Re-
flow-Lotschritt bzw. Aufschmelzlbtschritt zur Anwen-
dung kommen. Mit anderen Worten verhindern die
Durchgangsausnehmungen 90, 91 ein Expandieren
des Spalts oder der Leerstelle zwischen dem isolie-
renden Kernsubstrat 40 und der Kupferplatte 50, des
Spalts oder der Leerstelle zwischen der Kupferplat-
te 50 und dem isolierenden Kernsubstrat 60 und des
Spalts oder der Leerstelle zwischen dem isolierenden
Kernsubstrat 60 und der Kupferplatte 70.

[0036] Wie bereits oben beschrieben wurde, sind die
Gasentliftungsausnehmungen des ersten Ausfih-
rungsbeispiels die Durchgangsausnehmungen 90,
91, welche durch das isolierende Kernsubstrat 90 und
die Kupferplatten 50, 70 verlaufen.

[0037] Ein Loétkontaktierungsfleck 92, welcher als ein
Leitermaterial fungiert, fiillt die durch die Kupferplatte
50, das isolierende Kernsubstrat 60 und die Kupfer-
platte 70 verlaufende Durchgangsausnehmung 91.
Der Lotkontaktierungsfleck 92 gewahrleistet eine Lei-
tung zwischen dem Leiterbild 51, welches ein Ab-
schnitt der gemusterten Kupferplatte 50 ist, und dem
Leiterbild 52, welches ein Abschnitt der gemusterten
Kupferplatte 70 ist.

[0038] Der Betrieb der elektronischen Vorrichtung
10 wird nachfolgend beschrieben.

4/14



DE 11 2012 002 850 TS 2014.04.10

[0039] Wie es in Fig. 2 dargestellt ist, werden das
isolierende Kernsubstrat 40, eine Klebschicht, die
Kupferplatte 50, eine andere Klebschicht, das isolie-
rende Kernsubstrat 60, eine andere Klebschicht und
die Kupferplatte 70 beim Laminierpressen sequen-
tiell in den Herstellungsschritten laminiert (in einem
Laminierschritt). Anschlieend wird ein Presselement
auf die laminierten Komponenten abgesenkt und bei
einer hohen Temperatur dagegen gepresst, um das
isolierende Kernsubstrat 40 an die Kupferplatte 50,
die Kupferplatte 50 an das isolierende Kernsubstrat
60 und das isolierende Kernsubstrat 60 an die Kup-
ferplatte 70 zu bonden und die Durchgangsausneh-
mungen 90, 91, welche jeweils als Gasentliiftungs-
ausnehmung fungieren, auszubilden (ein Substrat-
formschritt). Mit anderen Worten werden die Durch-
gangsausnehmungen 90, 91 durch Bonden des iso-
lierenden Kernsubstrats 40 an die Kupferplatte 50,
der Kupferplatte 50 an das isolierende Kernsubstrat
60 und des isolierenden Kernsubstrats 60 an die Kup-
ferplatte 70 bei einer hohen Temperatur ausgebil-
det. Bonding zwischen dem isolierenden Kernsub-
strat 40 und der Kupferplatte 50, Bonding zwischen
der Kupferplatte 50 und dem isolierenden Kernsub-
strat 60 sowie Bonding zwischen dem isolierenden
Kernsubstrat 60 und der Kupferplatte 70 wird je-
weils durch Absenken des Presselements auf das
isolierende Kernsubstrat 40, der korrespondierenden
Klebschicht, der Kupferplatte 50, der korrespondie-
renden Klebschicht, des isolierenden Kernsubstrats
60, der korrespondierenden Klebschicht und der Kup-
ferplatte 70 zum Pressen der laminierten Komponen-
ten erreicht.

[0040] In diesem Stadium ist jeweils ein Spalt zwi-
schen dem isolierenden Kernsubstrat 40 und der
Kupferplatte 50, zwischen der Kupferplatte 50 und
dem isolierenden Kernsubstrat 60 und zwischen dem
isolierenden Kernsubstrat 60 und der Kupferplatte
70 ausgebildet. Diese Spalte werden durch unzurei-
chende Adhéasion zwischen den Kupferplatten und
den isolierenden Kernsubstraten verursacht.

[0041] AnschlieBend wird in einem Montageschritt
der elektronischen Komponente 80, welche ein ober-
flachenmontierte Komponente ist, eine auf die Kup-
ferplatte 70 aufgebrachte Létpaste in einem Reflow-
Ofen bzw. Rickflussofen auf eine hohe Temperatur
erwarmt. Beispielsweise wird die Létpaste auf unge-
fahr 250°C erhoht.

[0042] Eine derartige Erwarmung wiirde eine Expan-
sion des Gases in dem Spalt zwischen dem isolie-
renden Kernsubstrat 40 und der Kupferplatte 50, des
Gases in dem Spalt zwischen der Kupferplatte 50
und dem isolierenden Kernsubstrat 60 und des Ga-
ses in dem Spalt zwischen dem isolierenden Kern-
substrat 60 und der Kupferplatte 70 verursachen. Je-
doch entweicht das Gas in jedem Spalt durch die
Durchgangsausnehmungen 90, 91, welche als Ga-

sentliftungsausnehmungen (Gasfreilassschritt) fun-
gieren. Dies verhindert eine Expansion des Spalts
zwischen dem isolierenden Kernsubstrat 40 und der
Kupferplatte 50, des Spalts zwischen der Kupferplat-
te 50 und dem isolierenden Kernsubstrat 60 sowie
des Spalts zwischen dem isolierenden Kernsubstrat
60 und der Kupferplatte 70. Folglich wird eine Tren-
nung der Kupferplatten 50, 70 verhindert und eine
verbesserte Adhasionsleistung zwischen dem isolie-
renden Kernsubstrat 40 und der Kupferplatte 50, der
Kupferplatte 50 und dem isolierenden Kernsubstrat
60 sowie dem isolierenden Kernsubstrat 60 und der
Kupferplatte 70 herbeigefiihrt.

[0043] Ein Kontaktierungsfleck 92 fiillt die Durch-
gangsausnehmung 91 in einem Létschritt. Dies ge-
wahrleistet eine Leitung zwischen dem durch die
Kupferplatte 50 ausgebildeten Leiterbild 51 und dem
durch die Kupferplatte 70 ausgebildeten Leiterbild 72,
welche eine Leitung zwischen Schichten ist.

[0044] Das erste Ausflihrungsbeispiel hat die nach-

folgend beschriebenen Vorteile.
(1) Die Leiterplatte 20 ist durch Bonding der ge-
musterten Kupferplatten 50, 70 mit den Oberfla-
chen der korrespondierenden isolierenden Kern-
substrate 40, 60 ausgebildet. In einem weiteren
Sinne ist jede der gemusterten Kupferplatten 50,
70 jeweils zumindest an eine Seite des korrespon-
dierenden isolierenden Kernsubstrats 40, 60 ge-
bondet und die elektronische Komponente 80 ist
an diese Seite montiert. Wenn die elektronische
Komponente 80 montiert wird, wiirde das Gas zwi-
schen jedem isolierenden Kernsubstrat 40, 60 und
der jeweils korrespondierenden Kupferplatte 50,
70 in dem laminierten Korper S1, welcher durch
die isolierenden Kernsubstrate 40, 60 und die
Kupferplatten 50, 70 ausgebildet ist, expandieren.
Um das Gas an die zur Atmosphéare offenen Sei-
te frei zu lassen, werden die Durchgangsausneh-
mungen 90, 91 verwendet. Mit anderen Worten
hat das erste Ausfiihrungsbeispiel eine Gasentluf-
tungsstruktur fir einen Zustand, in welchem die
isolierenden Kernsubstrate 40, 60 und die Kup-
ferplatten 50, 70 im laminierten Zustand gepresst
werden. D. h., das erste Ausflihrungsbeispiel hat
die Gasentliftungsstruktur fir einen Zustand, in
welchem der durch die isolierenden Kernsubstrate
40, 60 und die Kupferplatten 50, 70 ausgebildete
laminierte Korper S1 gepresst ist.

[0045] Folglich, wenn die isolierenden Kernsubstra-
te 40, 60 jeweils an die entsprechenden Kupferplat-
ten 50, 70 gebondet werden, wird der nachfolgende
Vorteil erreicht, obwohl die Spalte zwischen dem iso-
lierenden Kernsubstrat 40 und der Kupferplatte 50,
zwischen der Kupferplatte 50 und dem isolierenden
Kernsubstrat 60 sowie dem isolierenden Kernsub-
strat 60 und der Kupferplatte 70 ausgebildet sind. D.
h., selbst wenn die Spalte beim Montieren der elek-
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tronischen Komponente 80 erwarmt werden und das
Gas in jedem der Spalte expandieren wiirde, flichtet
das Gas auf diese Weise durch die Durchgangsaus-
nehmungen 90, 91, um eine Trennung jeder Kupfer-
platte 50, 70, was jeweils durch den Spalt zwischen
dem korrespondierenden isolierenden Kernsubstrat
40, 60 und der Kupferplatte 50, 70 verursacht werden
kénnte, zu verhindern.

[0046] Mit anderen Worten erreicht das dicke Kup-
fersubstrat die Gasentliftungsstruktur durch Ausbil-
den der Durchgangsausnehmungen 90, 91 in dem
durch die Kupferplatten 50, 70 und die isolierenden
Kernsubstrate 40, 60 ausgebildeten laminierten Kor-
per S1. Dies bewahrt jede Kupferplatte 50, 60 vor ei-
ner Trennung von dem korrespondierenden isolieren-
den Kernsubstrat 40, 60 zur Zeit des Reflow-Ldtens
bzw. Ruckflusslétens. Folglich wird eine verbesserte
Adhasionsleistung gewahrleistet.
(2) Die Leiterbilder 51, 72, welche die gemuster-
ten Kupferplatten 50, 70 sind, die an den einan-
der entgegengerichteten Seiten der isolierenden
Kernsubstrate 60 gebondeten sind, sind durch
Fullen der Durchgangsausnehmungen 91 mit dem
als Leitermaterial dienenden Kontaktierungsfleck
92 miteinander elektrisch verbunden. Dies ertb-
rigt das Ausflhren eines Beschichtungsprozes-
ses, um die Leiterbilder 51, 52, welche die an die
einander entgegengerichteten Seiten des isolie-
renden Kernsubstrats 60 gebondeten gemuster-
ten Kupferplatten 50, 60 sind, elektrisch miteinan-
der zu verbinden.
(3) Das Verfahren zum Herstellen der Leiterplatte
weist den Laminierschritt, den Substratformschritt,
den Montageschritt und den Gasfreilassschritt
auf. In dem Laminierschritt werden die isolieren-
den Kernsubstrate 40, 60 und die Kupferplatten
50, 70 zusammen laminiert. In dem Substratform-
schritt wird das Presselement gegen die isolie-
renden Kernsubstrate 40, 60 und die Metallplat-
ten 50, 70 gepresst. Dies bondet die isolierenden
Kernsubstrate 40, 60 und die korrespondieren-
den Kupferplatten 50, 70 und folglich die jeweils
als Gasentliftungsausnehmungen fungierenden
Durchgangsausnehmungen 90, 91. In dem Mon-
tageschritt wird die elektronische Komponente 80
auf die Kupferplatte 70 montiert. In dem Gasfrei-
lassschritt, wenn das Gas zwischen jedem isolie-
renden Kernsubstrat 40, 60 und der jeweils kor-
respondierenden Kupferplatte 50, 70 zum Zeit-
punkt der Montage der elektronischen Kompo-
nente 80 expandiert, flichtet das Gas durch die
jeweils als Gasentliftungsausnehmungen fungie-
renden Durchgangsausnehmungen 90, 91 zur zur
Atmosphére offenen Seite. Folglich werden die
Kupferplatten 50, 70 davor bewahrt, von den kor-
respondierenden isolierenden Kernsubstraten 40,
60 durch die jeweiligen Spalte zwischen den iso-
lierenden Kernsubstraten 40, 60 und den Kupfer-
platten 50, 70 getrennt zu werden.

Zweites Ausflihrungsbeispiel

[0047] Ein zweites Ausfuhrungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung wird nachfolgend hauptsachlich
hinsichtlich der Unterschiede zwischen dem ersten
Ausfiihrungsbeispiel und dem zweiten Ausflihrungs-
beispiel beschrieben.

[0048] Das zweite Ausfiihrungsbeispiel ist anders
als die Konfiguration von Fig. 1 ausgebildet, wie es
in Fig. 3 dargestellt ist. Unter Bezugnahme auf Fig. 3
hat eine elektronische Vorrichtung 11 eine aus Alumi-
nium ausgebildete Warmeabfuhrplatte 100 und eine
an der Warmeabfuhrplatte 100 montierte Leiterplatte
20. Die durch die elektronische Komponente 80 er-
zeugte Warme entweicht von der Warmeabfuhrplatte
100 durch den laminierten Kérper S1, welcher in der
Leiterplatte 20 enthalten ist.

[0049] Das isolierende Kernsubstrat 40 ist an der
Oberseite der Warmeabfuhrplatte 100 angeordnet.
Die Warmeabfuhrplatte 100, das isolierende Kern-
substrat 40, die Kupferplatte 50, das isolierende
Kernsubstrat 60 und die Kupferplatte 70 sind mittels
Laminierpressens zusammen gebondet. D. h., wie
es in Fig. 4 dargestellt ist, dass die Warmeabfuhr-
platte 100, eine erste Klebschicht (nicht dargestellt),
das isolierende Kernsubstrat 40, eine zweite Kleb-
schicht (nicht dargestellt), die Kupferplatte 50, eine
dritte Klebschicht (nicht dargestellt), das isolierende
Kernsubstrat 60, eine Klebschicht und die Kupferplat-
te 70 sequentiell auf dem die elektronische Vorrich-
tung 11 tragenden Trager (nicht dargestellt) laminiert
sind. Ein Presselement wird auf die Warmeabfuhr-
platte 100, die korrespondierende Klebschicht, das
isolierende Kernsubstrat 40, die korrespondierende
Klebschicht, die Kupferplatte 50, die korrespondie-
rende Klebschicht, das isolierende Kernsubstrat 60,
die korrespondierende Klebschicht und die Kupfer-
platte 70 abgesenkt und dagegen gepresst und auf
diese Weise werden die laminierten Komponenten
zusammen gebondet.

[0050] Durchgangsausnehmungen 101, 102, die je-
weils als eine zweite Gasentliftungsausnehmung
fungieren, sind in der als Warmeabfuhrelement die-
nenden Warmeabfuhrplatte 100 ausgebildet und ver-
laufen durch die Warmeabfuhrplatte 100.

[0051] Eine Operation bzw. Betriebsweise der elek-
tronische Vorrichtung 11, welche die Durchgangs-
ausnehmungen korrespondierend zu den Durch-
gangsausnehmungen 101, 102 aufweist, welche in
der Warmeabfuhrplatte 100 wie bereits oben be-
schrieben ausgebildet sind, wird nachfolgend be-
schrieben.

[0052] Beim Laminierpressen in den Herstellungs-
schritten werden die Warmeabfuhrplatte 100, die kor-
respondierende Klebschicht, das isolierende Kern-
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substrat 40, die korrespondierende Klebschicht, die
Kupferplatte 50, die korrespondierende Klebschicht,
das isolierende Kernsubstrat 60, die korrespondie-
rende Klebschicht und die Kupferplatte 70 sequen-
tiell laminiert, wie es in Fig. 4 dargestellt ist. Ein
Presselement wird auf die laminierten Komponenten
abgesenkt und bei einer hohen Temperatur dage-
gen gepresst, um jeweils die Warmeabfuhrplatte 100
an das isolierende Kernsubstrat 40, das isolierende
Kernsubstrat 40 an die Kupferplatte 50, die Kupfer-
platte 50 an das isolierende Kernsubstrat 60 sowie
das isolierende Kernsubstrat 60 an die Kupferplat-
te 70 zu bonden. Die als Gasentliftungsausnehmun-
gen dienenden Durchgangsausnehmungen 101, 102
werden ausgebildet. Die Durchgangsausnehmungen
90, 91 werden durch Bonden der Warmeabfuhrplat-
te 100 an das isolierende Kernsubstrat 40, des isolie-
renden Kernsubstrats 40 an die Kupferplatte 50, der
Kupferplatte 50 an das isolierende Kernsubstrat 60
und des isolierenden Kernsubstrats 60 an die Kupfer-
platte 70 jeweils bei einer hohen Temperatur ausge-
bildet.

[0053] In diesem Stadium werden Spalte wie Leer-
stellen zwischen der Warmeabfuhrplatte 100 und
dem isolierenden Kernsubstrat 40, zwischen dem
isolierenden Kernsubstrat 40 und der Kupferplatte
50, zwischen der Kupferplatte 50 und dem isolieren-
den Kernsubstrat 60 und zwischen dem isolierenden
Kernsubstrat 60 und der Kupferplatte 70 ausgebildet.

[0054] Anschlieend wird in einem Montageschritt
der als die oberflachenmontierte Komponente die-
nenden elektronischen Komponente 80 die auf die
Kupferplatte 70 aufgebrachte Létpaste in einen Riick-
flussofen auf eine hohe Temperatur erhitzt.

[0055] Ein solches Erhitzen wirde das Gas in
dem Spalt zwischen der Warmeabfuhrplatte 100
und dem isolierenden Kernsubstrat 70 expandie-
ren. Jedoch flichtet das Gas durch die als Gasent-
liftungsausnehmungen dienenden Durchgangsaus-
nehmungen 101, 102. Auf 8hnliche Weise wurde das
Gas durch die als Gasentliftungsausnehmungen die-
nenden Durchgangsausnehmungen 90, 91 fllichten,
wenn das Gas in dem Spalt zwischen dem isolieren-
den Kernsubstrat 40 und der Kupferplatte 50, das
Gas in dem Spalt zwischen der Kupferplatte 50 und
dem isolierenden Kernsubstrat 60 und das Gas in
dem Spalt zwischen dem isolierenden Kernsubstrat
60 und der Kupferplatte 70 expandieren wiirde.

[0056] Indem das in den Spalten in der elektroni-
schen Vorrichtung 11 befindliche Gas durch die Ga-
sentliiftungsausnehmung freigelassen wird, werden
der Spalt zwischen der Warmeabfuhrplatte 100 und
dem isolierenden Kernsubstrat 40, der Spalt zwi-
schen dem isolierenden Kernsubstrat 40 und der
Kupferplatte 50, der Spalt zwischen der Kupferplat-
te 50 und dem isolierenden Kernsubstrat 60 sowie

der Spalt zwischen dem isolierenden Kernsubstrat
60 und der Kupferplatte 70 vor einer Expansion be-
wahrt. Dies verhindert eine Trennung der Kupferplat-
ten 50, 70 und der Warmeabfuhrplatte 100 jeweils
von den korrespondierenden isolierenden Kernsub-
straten 40, 60. Mit anderen Worten wird eine verbes-
serte Klebleistung zwischen der Warmeabfuhrplatte
100 und dem isolierenden Kernsubstrat 40, dem iso-
lierenden Kernsubstrat 40 und der Kupferplatte 50,
der Kupferplatte 50 und dem isolierenden Kernsub-
strat 60 sowie dem isolierenden Kernsubstrat 60 und
der Kupferplatte 70 gewahrleistet.

[0057] Dies verhindert eine Expansion eines durch
unzureichende Adhasion ausgebildeten Spalts, was
beispielsweise durch ein unzureichendes Pressen
beim Laminierpressen verursacht wird.

[0058] Das zweite Ausflihrungsbeispiel hat die nach-

folgend beschriebenen Vorteile.
(4) Der durch die isolierenden Kernsubstrate 40,
60 und die Kupferplatte 50, 70 ausgebildete la-
minierte Koérper S1 ist an die als das Warmeab-
fuhrelement dienende Warmeabfuhrplatte 100 ge-
bondet. Wenn folglich die elektronische Kompo-
nente 80 Warme produziert, wird die Warme von
der Warmeabfuhrplatte 100 freigegeben.
(5) Die Durchgangsausnehmungen 101, 102 sind
in der Warmeabfuhrplatte 100 als Gasentliftungs-
ausnehmungen ausgebildet, um ein Entweichen
des zwischen der als das Warmeabfuhrelement
fungierende Warmeabfuhrplatte 100 und dem la-
minierten Kdrper 1 befindlichen Gases an die zur
Atmosphare offenen Seite zu erlauben, wenn das
Gas sich beim Montieren der elektronischen Kom-
ponente 80 ausdehnt. Wenn folglich ein Spalt zwi-
schen der Warmeabfuhrplatte 100 und dem lami-
nierten Koérper S1 beim Bonding des laminierten
Korpers S1 mit der Warmeabfuhrplatte 100 aus-
gebildet wird und das in dem Spalt befindliche Gas
beim Montieren der elektronischen Komponente
80 auf den laminierten Korper S1 erwarmt wird,
um sich auszudehnen, flichtet das Gas durch
die in der Warmeabfuhrplatte 100 ausgebildeten
Durchgangsausnehmungen 101, 102. Dies ver-
hindert eine Trennung der Warmeabfuhrplatte 100
von dem laminierten Kérper S1 und verbessert
die Klebleistung zwischen der Warmeabfuhrplatte
100 und dem laminierten Kérper S1.

Drittes Ausfiihrungsbeispiel

[0059] Ein drittes Ausfuihrungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung wird nachfolgend hauptsachlich hin-
sichtlich der Unterschiede zwischen dem ersten Aus-
fuhrungsbeispiel und dem dritten Ausflhrungsbei-
spiel beschrieben.

[0060] Das dritte Ausfuhrungsbeispiel ist von der
Konfiguration von Fig. 1 verschieden ausgebildet,
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wie es in Fig. 5 dargestellt ist. Unter Bezugnahme auf
Fig. 5 weist eine elektronische Vorrichtung 12 eine
zwischen dem isolierenden Kernsubstrat 40 und dem
isolierenden Kernsubstrat 60 montierte und inkorpo-
rierte elektronische Komponente 110 auf.

[0061] Ein Abstandshalter 120 mit einer Dicke, wel-
che gréRer als die Dicke der elektronischen Kompo-
nente 110 ist, ist zwischen dem isolierenden Kern-
substrat 40 und dem isolierenden Kernsubstrat 60 an
einer Position um die elektronische Komponente 110
angeordnet. Ein Kupfermuster kann als der Abstand-
shalter 120 verwendet werden. Ein diinnes Platten-
material 130, welches als ein anderer Abstandshal-
ter fungiert, ist zwischen der Oberseite der elektroni-
schen Komponente 110 auf der Unterseite des iso-
lierenden Kernsubstrats 60 angeordnet. Das dinne
Plattenmaterial 130 ist an die Unterseite des isolie-
renden Kernsubstrats 60 gebondet. Die elektronische
Komponente 110 ist zwischen dem als ein eine Kom-
ponente einbettendes isolierendes Substrat fungie-
rende isolierende Kernsubstrat 40 und dem diinnen
Plattenmaterial 130 eingebettet. Das diinne Platten-
material 130 ist eine Komponente zum Gewabhrleis-
ten einer elektrischen Isolierung zwischen der elek-
tronischen Komponente 110 und den Elektroden je-
weils an der linken und rechten Seite und kann bei-
spielsweise ein Haftmittel bzw. ein Klebemittel sein.
Die elektronische Komponente 110 und der Abstand-
shalter 120 sind an der Oberseite des isolierenden
Kernsubstrats 40 gebondet. Das isolierende Kern-
substrat 60 ist an der Oberseite des Abstandshalters
120 gebondet. Das isolierende Kernsubstrat 40, der
Abstandshalter 120, die elektronische Komponente
110, das diinne Plattenmaterial 130, das isolierende
Kernsubstrat 60 und die Kupferplatte 70 sind durch
Laminierpressen zusammen gebondet. Mit anderen
Worten, wie es in Fig. 6 gezeigt ist, sind das iso-
lierende Kernsubstrat 40, eine Klebschicht, der Ab-
standshalter 120, eine andere Klebschicht, das isolie-
rende Kernsubstrat 60, eine andere Klebschicht und
die Kupferplatte 70 sequentiell an einen Trager lami-
niert. Ein Presselement wird dann auf die laminier-
ten Komponenten abgesenkt und dagegen gepresst,
um die Komponenten zusammen zu bonden. Mit an-
deren Worten werden unter Bezugnahme auf Fig. 6
das isolierende Kernsubstrat 40, eine Klebschicht,
die elektronische Komponente 100, das diinne Plat-
tenmaterial 130, eine andere Klebschicht, das isolie-
rende Kernsubstrat 60, eine andere Klebschicht und
die Kupferplatte 70 sequentiell an einen Trager lami-
niert. Ein Presselement wird dann auf die laminierten
Komponenten abgesenkt und dagegen gepresst, um
die Komponenten zusammen zu bonden.

[0062] Zweite Durchgangsausnehmungen 140, 141
sind in einem durch das isolierende Kernsubstrat 40,
den Abstandshalter 120, das isolierende Kernsub-
strat 60 und die Kupferplatte 70 ausgebildeten lami-
nierten Kérper S2 ausgebildet und fungieren als Ga-

sentliftungsausnehmungen, welche durch den Ab-
standshalter 120, das isolierende Kernsubstrat 60
und die Kupferplatte 70 verlaufen. Die Durchgangs-
ausnehmung 141 ist mit einem Kontaktierungsfleck
150, welcher als ein Leitermaterial fungiert, gefillt.
Der Kontaktierungsfleck 150 gewahrleistet eine Lei-
tung zwischen einer ersten Elektrode der elektroni-
schen Komponente 110 und einem durch die Kupfer-
platte 70 ausgebildeten Leiterbild 75.

[0063] Eine Durchgangsausnehmung 142 ist in dem
durch das isolierende Kernsubstrat 40, den Abstand-
shalter 120, das isolierende Kernsubstrat 60 und die
Kupferplatte 70 ausgebildeten laminierten Kérper S2
ausgebildet und verlauft durch den Abstandshalter
120 und das isolierende Kernsubstrat 60. Die Durch-
gangsausnehmung 142 ist mit einem als Leitermate-
rial fungierenden Kontaktierungsfleck 151 gefillt. Der
Kontaktierungsfleck 151 legt eine zweite Elektrode
der elektronischen Komponente 110 frei und verlauft
an der Oberseite des isolierenden Kernsubstrats 60.
Wie bereits beschrieben wurde, wird in der Konfigu-
ration, bei der die elektronische Komponente 110 in
dem Substrat inkorporiert ist oder mit anderen Worten
zwischen dem isolierenden Kernsubstrat 40 und dem
isolierenden Kernsubstrat 60 angeordnet ist, durch
Léten durch die Durchgangsausnehmungen 141, 142
eine Leitung in der elektronischen Komponente 110
gewabhrleistet.

[0064] Eine Operation der elektronischen Vorrich-
tung 12, welche in der oben beschriebenen Weise
ausgebildet ist, wird nachfolgend beschrieben.

[0065] In den Herstellungsschritten werden beim La-
minierpressen das isolierende Kernsubstrat 40, ei-
ne Klebschicht, der Abstandshalter 120, eine ande-
re Klebschicht, das isolierende Kernsubstrat 60, ei-
ne andere Klebschicht und die Kupferplatte 70 se-
quentiell laminiert, wie es in Fig. 6 dargestellt ist. Al-
ternativ wird das isolierende Kernsubstrat 40, eine
Klebschicht, die elektronische Komponente 110, das
dinne Plattenmaterial 130, eine andere Klebschicht,
das isolierende Kernsubstrat 60, eine andere Kleb-
schicht und die Kupferplatte 70 sequentiell laminiert.
Ein Presselement wird dann auf die laminierten Kom-
ponenten abgesenkt und dagegen gepresst, um je-
weils das isolierende Kernsubstrat 40 an den Ab-
standshalter 120, den Abstandshalter 120 an das iso-
lierende Kernsubstrat 60 sowie das isolierende Kern-
substrat 60 an die Kupferplatte 70 zu bonden.

[0066] In diesem Stadium werden Spalte als Leer-
stellen zwischen dem isolierenden Kernsubstrat 40
und dem Abstandshalter 120, zwischen dem Ab-
standshalter 120 und dem isolierenden Kernsubstrat
60 und zwischen dem isolierenden Kernsubstrat 60
und der Kupferplatte 70 ausgebildet.

8/14



DE 11 2012 002 850 TS 2014.04.10

[0067] Anschliellend wird in einem Schritt des elek-
trischen Verbindens der elektronischen Komponente
110 die aufgebrachte Loétpaste in einem Rickflusso-
fen auf eine hohe Temperatur erwarmt.

[0068] Ein solches Erwarmen wirde das Gas in
dem Spalt zwischen dem isolierenden Kernsubstrat
40 und dem Abstandshalter 120, das Gas in dem
Spalt zwischen dem Abstandshalter 120 und dem
isolierenden Kernsubstrat 60 sowie das Gas in dem
Spalt zwischen dem isolierenden Kernsubstrat 60
und der Kupferplatte 70 expandieren. Jedoch ent-
weicht das Gas durch die als die Gasentliftungsaus-
nehmungen dienenden Durchgangsausnehmungen
140, 141. Dies verhindert eine Expansion der Spalte
und folglich eine Trennung der Komponenten. Eben-
so wird eine Klebleistung zwischen dem isolierenden
Kernsubstrat 40 und dem Abstandshalter 120, dem
Abstandshalter 120 und dem isolierenden Kernsub-
strat 60 sowie dem isolierenden Kernsubstrat 60 und
der Kupferplatte 70 jeweils verbessert.

[0069] Das dritte Ausfiihrungsbeispiel hat den nach-

folgend beschriebenen Vorteil.
(6) Die gemusterte Kupferplatte 70 ist an eine ers-
te Seite des isolierenden Kernsubstrats 60, wel-
che beispielsweise die Oberseite ist, gebondet.
Das als ein eine Komponente einbettendes isolie-
rendes Substrat fungierende isolierende Kernsub-
strat 40 ist an einer zweiten Seite des isolierenden
Kernsubstrats 60, welche beispielsweise die Un-
terseite ist, ausgebildet, wobei der Abstandshal-
ter 120 zwischen dem isolierenden Kernsubstrat
40 und dem isolierenden Kernsubstrat 60 ange-
ordnet ist. Die elektronische Komponente 110 ist
zwischen dem isolierenden Kernsubstrat 40 und
dem isolierenden Kernsubstrat 60 eingebettet. Die
Durchgangsausnehmung 141, welche durch das
isolierende Kernsubstrat 60 verlauft, fungiert als
eine Gasauslassausnehmung. Die Durchgangs-
ausnehmung 141 ist mit dem als Leitermateri-
al dienenden Kontaktierungsfleck ausgefiillt, wel-
ches die elektronische Komponente 110 mit dem
durch die Kupferplatte 70 ausgebildeten Leiterbild
75 elektrisch verbindet. D. h., eine elektrische Ver-
bindung zwischen der elektronischen Komponen-
te 110 und dem Leiterbild 75, welches durch die
Kupferplatte 70 ausgebildet ist, wird durch Fillen
der Durchgangsausnehmung 141, welche durch
das isolierende Kernsubstrat 60 verlauft, mit dem
Kontaktierungsflecken 150 bzw. dem Leitermate-
rial erreicht. Diese Konfiguration reduziert die Gro-
Re der Leiterplatte.

[0070] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die
dargestellten Ausfiihrungsbeispiele beschrankt, son-
dern kann auch in den nachfolgend beschriebenen
Formen ausgebildet sein.

[0071] Wie es in Fig. 3 dargestellt ist, ist die Lei-
terplatte 20 nur auf einer Seite eingesetzt, welche
die Oberseite der Warmeabfuhrplatte 100 ist. Jedoch
kann die Erfindung so ausgebildet sein, dass die
Leiterplatten an den entgegengerichteten Seiten der
Warmeabfuhrplatte 100, welche die Oberseite und
die Unterseite sind, eingesetzt werden.

[0072] Die Gasentliftung-Durchgangsausnehmun-
gen, welche die in Fig. 1 dargestellten Durchgangs-
ausnehmungen 90, 91 aufweisen, kdnnen beispiels-
weise durch Nuten 160, 161, 162 ersetzt sein. Ins-
besondere kann eine ausgesparte Nut 160 an der
Oberseite des isolierenden Kernsubstrats 40 ausge-
bildet sein, um Gas durch die ausgesparte Nut 160
freizulassen. Ebenso kann eine ausgesparte Nut 161
an der Unterseite des isolierenden Kernsubstrats 60
ausgebildet sein, um Gas von der ausgesparten Nut
161 freizulassen. Ferner kann eine ausgesparte Nut
162 in der Oberseite des isolierenden Kernsubstrats
60 ausgebildet sein, um Gas von der ausgesparten
Nut 162 freizulassen.

[0073] Mit anderen Worten kann in einem Ausfih-
rungsbeispiel mit dem durch die isolierenden Kern-
substrate 40, 60 und die Kupferplatten 50, 70 ausge-
bildeten laminierten Koérper S1 jede der als eine Ga-
sentliftungsausnehmung fungierenden Nuten 160,
161, 162 jeweils in einer Bondingflache zwischen
dem korrespondierenden isolierenden Kernsubstrat
40, 60 und der assoziierenden Kupferplatte 50, 70
ausgebildet sein. Insbesondere wird eine Gaskom-
munikation zwischen der Bondingflache jeweils zwi-
schen jedem isolierenden Kernsubstrat 40, 60 und
der korrespondierenden Kupferplatte 50, 70 und dem
korrespondierenden Spalt zu der zur Atmosphare ge-
offneten Seite gewahrleistet. Dementsprechend kén-
nen die Gasentliftungsausnehmungen durch die Nu-
ten 160, 161, 162, welche in den korrespondierenden
Bondingflachen zwischen den isolierenden Kernsub-
straten 40, 60 und den Kupferplatten 50, 70 ausge-
bildet sind, ausgebildet sein.

[0074] Die Nuten 160, 161, 162 kdnnen in den korre-
spondierenden Kupferplatten 50, 70 anstelle von den
isolierenden Kernsubstraten 40, 60 ausgebildet sein.
Alternativ kbnnen die Nuten 160, 161, 162 sowohl in
den isolierenden Kernsubstraten 40, 60 als auch in
den Kupferplatten 50, 70 ausgebildet sein.

[0075] Obwohl die Kupferplatten 50, 70 als Metall-
platten verwendet werden, kann die Erfindung mit be-
liebigen anderen geeigneten Metallplatten wie bei-
spielsweise mit Aluminiumplatten als die Metallplat-
ten ausgefihrt sein.

[0076] Die Kupferplatten werden durch Stanzen ge-
mustert, bevor sie mit den korrespondierenden iso-
lierenden Kernsubstraten gebondet werden. Jedoch
kann in einer alternativen Konfiguration eine nicht ge-
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musterte diinne Kupferplatte an einem isolierendgn
Kernsubstrat gebondet und anschlielend durch At-
zung gemustert werden.

Bezugszeichenliste

10 elektronische Vorrichtung,

11 elektronische Vorrichtung,

12 elektronische Vorrichtung,

20 Leiterplatte,

30 Verschaltungsplatte,

40 isolierendes Kernsubstrat,

50 Kupferplatte,

60 isolierendes Kernsubstrat,

70 Kupferplatte,

80 elektronische Komponente,

90 Durchgangsausnehmung,

91 Durchgangsausnehmung,

92 Kontaktierungsfleck,

100 Warmeabfuhrplatte,

101 Durchgangsausnehmung,

102 Durchgangsausnehmung,

110 elektronische Komponente,

120 Abstandshalter,

140 Durchgangsausnehmung,

141 Durchgangsausnehmung,

160 Nut,

161 Nut,

162 Nut,

S1 laminierter Korper,

S2 laminierter Kérper
Patentanspriiche

1. Leiterplatte zum Montieren einer elektronischen
Komponente, wobei die Leiterplatte ein isolierendes
Kernsubstrat und eine gemusterte Metallplatte auf-
weist, wobei
die Metallplatte an zumindest eine Seite des isolie-
renden Kernsubstrats gebondet ist,
eine Gasentliftungsausnehmung in einem durch das
isolierende Kernsubstrat und die Metallplatte ausge-
bildeten laminierten Kérper ausgebildet ist, und
die Gasentliftungsausnehmung ausgebildet ist, um
ein zwischen dem isolierenden Kernsubstrat und der
Metallplatte befindliches Gas durch die Gasentlif-
tungsausnehmung an eine zur Atmosphére getffne-
ten Seite freizulassen, wenn das Gas zur Zeit einer
Montage der elektrischen Komponente expandiert.

2. Leiterplatte nach Anspruch 1, wobei die Ga-
sentliiftungsausnehmung eine erste Durchgangsaus-
nehmung, welche sich sowohl durch das isolierende
Kernsubstrat als auch die Metallplatte erstreckt, auf-
weist.

3. Leiterplatte nach Anspruch 1, wobei die Gasent-
luftungsausnehmung eine Nut ist, welche in zumin-
dest einer der gebondeten Flachen des isolierenden
Kernsubstrats und der Metallplatte ausgebildet ist.

4. Leiterplatte nach Anspruch 2, wobei

ein durch die Metallplatte ausgebildetes Leiterbild an
jeder der entgegengerichteten Seiten des isolieren-
den Kernsubstrats gebondet ist, und

die Leiterplatte ferner ein Leitermaterial, das geeignet
ist, die erste Durchgangsausnehmung zu fillen um
die Leiterbilder miteinander elektrisch zu verbinden,
aufweist.

5. Leiterplatte nach einem der Anspriiche 1 bis
4, wobei die Leiterplatte ferner ein Warmeabfuhrele-
ment, an welches der laminierte Kérper gebondet ist,
aufweist.

6. Leiterplatte nach Anspruch 5, wobei

die Leiterplatte ferner eine in dem Warmeabfuhr-
element ausgebildete zweite Gasentliftungsausneh-
mung aufweist, und

die zweite Gasentliftungsausnehmung ausgebildet
ist, um ein zwischen dem Warmeabfuhrelement und
dem laminierten Koérper befindliches Gas durch die
zweite Gasentliftungsausnehmung an die zur Atmo-
sphare gedffnete Seite freizulassen, wenn das Gas
zur Zeit einer Montage der elektronischen Kompo-
nente expandiert.

7. Leiterplatte nach Anspruch 1, wobei
das isolierende Kernsubstrat eine erste Seite und ei-
ne zweite Seite aufweist,
die Metallplatte an die erste Seite gebondet ist,
ein eine Komponente einbettendes isolierendes Sub-
strat an die zweite Seite mit einem dazwischen ange-
ordneten Abstandshalter laminiert ist,
die elektronische Komponente zwischen dem eine
Komponente einbettenden isolierenden Substrat und
dem Abstandshalter eingebettet ist,
die Gasentliftungsausnehmung eine sich durch das
isolierende Kernsubstrat erstreckende zweite Durch-
gangsausnehmung aufweist, und
die Leiterplatte ferner ein Leitermaterial, das geeignet
ist, um die zweite Durchgangsausnehmung zu fillen,
um die elektronische Komponente und das Leiterbild
miteinander elektrisch zu verbinden, aufweist.

8. Leiterplatte nach einem der Anspriiche 1 bis 7,
wobei die Metallplatte eine Kupferplatte ist.

9. Verfahren zum Herstellen einer Leiterplatte, auf-
weisend:
Zusammenlaminieren eines isolierenden Kernsub-
strats und einer Metallplatte aufeinander;
Pressen des isolierenden Kernsubstrats und der Me-
tallplatte unter Verwendung eines Presselements,
um das isolierende Kernsubstrat an die Metallplat-
te zu bonden und eine Gasentliftungsausnehmung
auszubilden;
Montieren einer elektrischen Komponente auf die
Metallplatte; und
Erlauben, dass ein zwischen dem isolierenden Kern-
substrat und der Metallplatte befindliches Gas zur
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Zeit einer Montage der elektronischen Komponente

expandiert und dass es durch die Gasentliftungsaus-

nehmung an eine zur Atmosphéare offenen Seite frei-
gelassen wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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